





































































に帯する考察結果をまとめであるo S原子の 3S電子による非結合状態， In-S結合， In -In結合状態








InS は斜方晶系の異方性結晶で，等方性結品とは違って大きな光学的異方性がある O 本研究では，基
礎吸収端近傍での吸収スペクトルの偏光特性， 2---20eV領域にわたる偏光反射スペクトルを系統的に
測定し，基礎吸収端が間接型遷移で a，b各偏光に許容遷移で，価電子帯の大きな異型性を示すとと
もに，偏光反射スペクトルより求めた誘電関数における異型性をも明らかにした。これら光学的異方性
に関する実験結果をより明確にするために経験的擬ポテンシャル法によってバンド計算を行い，はじめ
てInSの電子帯構造を明らかにした。その結果， InSの価電子帯は偶然縮重したY，T点で，伝導帯は λ
点に存在することを明らかにするとともに，計算結果は光学スペクトルにおける偏光選択則ともよく一
致していることを明確にした。
また，バンド計算の結果は個々の帯間遷移点を明らかにしただけでなく，計算された誘電関数が実験
?
?
的に求めたものをよく再現していることが明らかになった。
InSの大きな光学的異方性の起源をより明確にするために，高圧下での光学スペクトルを測定し，帯
端が圧力下でredshiftするという，他の半導体とは著しく異なる結果をはじめて確認された O この結
果は，バンド構造による解析より， InS結晶におけるIn-In結合が圧力下で結合長を伸ばしソフト化す
ることに起因することが判明した。このことは， InSの価電子帯と伝導帯が，それぞれIn-In結合，反
結合状態より形成されているとして理解され，電荷分布に対する計算結果ともよく一致していることも
確認され， InS半導体の電子帯構造の詳細が明らかにされた。
以上のように，本論文はInSの光学的異方性を実験的に明らかにするとともに，電子帯構造の計算す
ることによって， InS結晶の物性に対する新しい知見を与えるものであり，学位論文として価値あるも
のと言忍める O
